Streszczenie

Celem pracy byto opracowanie howych metod kompensacji napiecia niezrOwnowazenia
sygnalu  wyjéciowego z cienkowarstwowych sensorow Halla (hallotronow), 2z

wykorzystaniem tomografii rezystancyjnej.

Napiecie niezrownowazenia sygnatlu wyjsciowego W hallotronach wynika z
niejednorodnosci materiatu lub asymetrii ksztattu sensora. Przy znacznych warto$ciach
napiecia niezrOwnowazenia, jego dryft temperaturowy istotnie wplywa na wiasciwosci
uzytkowe sensora. Dlatego stosowane powszechnie metody kompensacji napigcia
niezrOwnowazenia, wykorzystujace gldwnie rozwigzania z zakresu elektroniki analogowej, sa

nieskuteczne i nie zapewniajg wymaganej stabilnosci wskazan hallotronu.

Rozwigzaniem tego problemu jest przeprowadzenie korekty ksztaltu sensora przez
usuni¢cie wybranego obszaru elementu sensorowego, np. przez wypalenie go laserem,
analogicznie do rozwigzania szeroko stosowanego w technologii produkcji i korekcji
laserowej rezystorow precyzyjnych. Zastosowanie laserowej korekcji ksztattu sensorow Halla
wymaga wyznaczenia obszaru korekcyjnego na podstawie wynikéw procesu optymalizacji

wykorzystujacego przeksztatcenie odwrotne tomografii rezystancyjne;.

Alternatywnym rozwigzaniem problemu kompensacji napigcia niezrOwnowazenia
sygnatlu wyjsciowego z hallotronu jest wybor miejsca pomiaru sygnatu. Dlatego
zaproponowano metod¢ polegajaca na doborze polaczen elektrod grzebieniowych z

wykorzystaniem analizy wynikéw pomiar6w metoda tomografii rezystancyjnej.

W celu praktycznego zaimplementowania opracowanych w ramach pracy metod
kompensacji  napigcia  niezrOwnowazenia  sygnalu  wyjsciowego z  hallotronu
cienkowarstwowego zaproponowano uklad hallotronu w ksztalcie krzyza z elektrodami
grzebieniowymi. Zaproponowano takze wytyczne do modyfikacji ksztattu hallotronu tak, aby
zapewni¢ stabilnos$¢ jego struktury. Opracowano takze oryginalne stanowisko do tomografii

rezystancyjnej hallotronow cienkowarstwowych z elektrodami grzebieniowymi.

Zaproponowane w pracy dwie metody kompensacji napigcia niezrbwnowazenia sygnatu
wyjsciowego z hallotronu cienkowarstwowego wykorzystuja przeksztatcenie tomograficzne.
Przeksztalcenie to zrealizowano z wykorzystaniem otwartego oprogramowania Elmer FEM,

Salome oraz Octave.



W ramach pracy, we wspotpracy z Instytutem Technologii Materialow Elektronicznych
ITME, przeprowadzono weryfikacje opracowanych metod kompensacji napigcia
niezrownowazenia sygnatu wyjsciowego z cienkowarstwowych hallotronow grafenowych.
Weryfikacja pierwszej z metod obejmowata analizy numerycznych modeli struktur
hallotronowych z niecigglosciami pod katem mozliwosci laserowej korekcji hallotronow
rzeczywistych. Natomiast druga z metod zostala zweryfikowana eksperymentalnie W

warunkach matoseryjnej produkcji hallotronow.

Opracowane w ramach pracy metody umozliwily kompensacje napiecia
niezrownowazenia cienkowarstwowych, grafenowych sensorow hallotronowych do poziomu
ponizej dziesieciu procent warto$ci poczatkowej. W polaczeniu z zaproponowanymi w pracy
wytycznymi w zakresie modyfikacji ksztattu grafenowych sensoréw hallotronowych
zaproponowane rozwigzania Otworzyly mozliwo$¢ praktycznego wdrozenia hallotronow
grafenowych opracowanych w ITME do produkcji przektadnikow pradowych oferowanych
przez firm¢ LUMEL S.A.
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